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WYDZIAL Podstawowych problemow Techniki......... /[ STUDMU.................
KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa w jezyku polskim Projektowanie Materiatéw i Sturktur

Nazwa w jzyku angielskim Design of Materials and Structures

Kierunek studidw (jesli dotyczy): Fizyka techniczna................

Specjalnaé (jesli dotyczy): Nanoinzynieria

Stopien studiow i forma: | stopien, stacjonarna

Rodzaj przedmiotu: wybieralny

Kod przedmiotu FTP001251W i FTP001251P

Grupa kursow —FAK / NIE*
Wykiad Cwiczenia | Laboratorium Projekt Seminariuny

Liczba godzin zaj¢ 30 30

zorganizowanych w Uczeln

(2zV)

Liczba godzin catkowitego 30 60

naktadu pracy studenta

(CNPS)

Forma zaliczenia zaliczenie | Egzamin / zaliczenie na | Egzamin / Egzamin /
na ocegn zaliczenie nal ocerg zaliczenie na| zaliczenie na

ocerg* ocerg* ocerg*

Dla grupy kurséw zaznaczy
kurs kaicowy (X)

Liczba punktéw ECTS 1

NN

w tym liczba punktéw
odpowiadajca zagciom
o charakterze praktycznym (f

N—

w tym liczba punktéow ECTS 1 1,2
odpowiadajca zagciom
wymagajcym bezpéredniego
kontaktu (BK)

*niepotrzebne skigi¢

WYMAGANIA WST EPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJ ETNOSCI | INNYCH
KOMPETENCJI
Zaliczone kursy analizy matematycznej
Zaliczone kursy z algebry
Zaliczona fizyka ogolna
Umiejetnos¢ programowania
Zaliczone kursy z mechaniki kwantowej

agkrwnhE

CELE PRZEDMIOTU

* C1 Dostarczenie wiedzy na temat podstawowychaziwdw potprzewodnikowych
oraz nowych zwjzkéw i struktur potprzewodnikowych przeznaczonyclo |d
konstrukcji takich przyradow poétprzewodnikowych jak lasery, baterie stonegzn
detektory, tranzystory, itd.




» C2 Udoskonalenie umigaosci programowania poprzez poznanieeosci takich
narzdzi programistycznych pozwalgjych tworzy aplikacje w wieloma oknami i
wizualizacg otrzymywanych wynikéw. Projektowanie struktury stdony
numerycznej poddtem konkretnych zastosowa

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTALCENIA

Z zakresu wiedzy:

PEK W01 Zna podstawowe materiaty pétprzewodnikowe.

PEK _WO02 Wie jak rozwgzat rownanie Schrodingera numerycznie.

PEK_WO03 Wie jak uwzgldni¢ napezenia i efekty polaryzacyjne w materiatach
potprzewodnikowych.

PEK_WO04 Ma podstawoywviedz z zakresu zjawisk zachagtz/ch w przyradach
potprzewodnikowych w szczegolfm Fizyki laserow.

Z zakresu umiefnosci:

PEK _U01Umie zaproponowanowe rozwizania materialowe podgtem ich potencjalnych
zastosowA.

PEK _U02 Umie wyznaczywartasci wkasne, bdace rozwigzaniem rownania Schrodingera

PEK_UO03 Umie napisaprogram bazuagy na aplikacji obstugagej okna i wizualizujcey
otrzymywane wyniki.

Z zakresu kompetenciji spotecznych:
PEK KO1 Rozrania sformutowania ogélne i podstawowe od szczeggpébworzyktadow
PEK _KO02 Identyfikuje zastosowania mechaniki kwargpw

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zajeé - wykiad Liczba godzin

Klasyfikacja przyradéw potprzewodnikowych:
- podziat przyradow potprzewodnikowych,

- ich zastosowanie we wspotczesnyyaiu,

- parametry przyrdow potprzewodnikowych, kryteria ich dobotu
oraz ich ograniczenia fizyczne.

Zjawiska fizyczne w przyrgdach pétprzewodnikowych i ich
modelowanie:

- rownanie Schrodingera, stany zuane,

- samouzgodnione rozg#anie rownania Schrodingera i Poissona,
- rbwnanie transportu.

Podstawowe materiaty potprzewodnikowe:

- pétprzewodniki grupy 1V, llI-V, 1I-VIiinne,

- technologie ich otrzymywania,

- domieszkowanie poétprzewodnikow, naturalne defekty




- potazenie pasm wzgtlem poziomu prini, energia stabilizacji
poziomu Fermiego.

Zwiazki potprzewodnikowe mieszane:

- przyblizenie krysztatu wirtualnego, prawo Vegarda,

- technologia otrzymywania zg#kow mieszanych,

- stopy numeryczne (ang. digital alloys),

- niecigtos¢ pasm,

- zwigzki pétprzewodnikowe osadzane na dwusktadnikowych
podtazach, heterostruktury.

Wy5

Naprzenia w strukturach potprzewodnikowych:

- potencjaty deformacyjne,

- przesungcia pasm w heterostrukturach z nggeniami
sciskapcymi oraz rozcigajgcymi,

- gruba¢ krytyczna.

WY6

Efekty polaryzacyjne w wybranych strukturach
potprzewodnikowych

Czgsci pasywne oraz aktywne w wybranych przytach
potprzewodnikowych

Diody elektroluminescencyjne i lasery krgdziowe

Lasery typu VCSEL oraz lasery kaskadowe

Modulatoryswiatta i tranzystory

Detektory i baterie stoneczne

Suma godzin

Forma zajeé - projekt

P1

Poznaniérodowisk oprogramowania umlowviajacych napisanie

aplikacji obstugujcej okna, (Visual Studio Pojekty Windows Form

aplication lub Wx-Devcpp Forms Aplication) bazeych na ¢zyku
programowania c++

P2

Napisanie programu uminviajgcego poprzez wprowadzenie danych

narysowanie funkcji, narysowanie jej poprzez daifpowiedniego
komponentu. Poznanie komponentéw obsigygh podstawowe
kontrolki.

P3

Numeryczne rozwzanie rownania Schrodingera, dla studni
parabolicznej i potencjatu Coulombowskiego. Wyz@ene wartéci
wiasnych poprzez sprowanienie Réwnania Schrodingera
algebraicznego zagadnienia wtasnego.




P4 Wyznaczanie funkcji falowych, jako waitowtasnych 4
algebraicznego zagadnienia.

P5 Generowanie struktur polprzewodnikowych: stlavantowych i 2
hetero struktur.

P6 Uwzgédnienie napgzen w strukturach potprzewodnikowych 2

P7 Obliczanie stanow zgdanych w wybranych strukturach 4
potprzewodnikowych. Obliczanie energii pria podstawowego

P8 Praca nad programemnkowym i opisem programu. 10
Suma godzin 30

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Forma tradycyjna: wyktad

N2. Demonstracje i pokazy programow obligzgich parametry materiatow
potprzewodnikowych

N3. Tradycyjne: wyprowadzanie i omawianie zagafima tablicy

N4. Dodatkowe konsultacje dla zainteresowanychesttav

N5. Internet: wyszukiwanie potrzebnych materiat@pzez wyszukiwarki.

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Oceny (F — formupca | Numer efektu Sposob oceny aginiecia efektu ksztatcenia
(w trakcie semestru), R ksztaicenia
— podsumowujca (na
koniec semestru)

F1 PEK_W02 Ocena z programu

F2 PEK_WO03 Ocena z programu

F3 PEK_WO03 Kolokwium zaliczeniowe

F4 PEK_WO04 Kolokwium zaliczeniowe i program zaliczemio

P Zaliczenie w formie pisemno ustnej. Ocena zs@@go sprawozdania do programiadawego

LITERATURA PODSTAWOWA | UZUPELNIAJ ACA

LITERATURA PODSTAWOWA:

[1] S. Adachi, Properties of Semiconductor Alloys: GrdV, IlI-V, and 1I-VI
Semiconductors, Wiley (2009).

[2] S. Adachi, Properties of Semiconductor Alloys: Grau, IlI-V, and II-VI
Semiconductors, Wiley (2009).

[3] Metody algebraiczne rozwdywania rownania Schrodingera. W. Salejda, M.H., ¢
Just, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

LITERATURA UZUPEtNIAJ ACA:

[1] Artykuly w Applied Physics Letters, Journal of Amd Physics i innyc
czasopismach.

OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMI E, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)

Robert Kudrawiec Robert.kudrawiec@ pwr.wroc.pl




MACIERZ POWIAZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA DLA PRZEDMIOTU
Projektowanie Materiatow i Struktur
Z EFEKTAMI KSZTALCENIA NA KIERUNKU Fizyka Technicza
| SPECJALNGCI Nanoinzynieria

Przedmiotowy | Odniesienie przedmiotowego efektu dg Cele Tresci Numer
efekt efektow ksztatcenia zdefiniowanych dld przedmiotu*** | programowe*** narzedzia
ksztatcenia | kierunku studiéw i specjalnaici (o ile dydaktycznego***
dotyczy)**
PEK_WO01 |K1FTE_WO08, KIFTE_ W22 S1NIN C1 Wyl-Wy4 N1-N3
(wiedza)
PEK_W02 |K1FTE_WO08, KIFTE_ W22 S1NIN C1 Wyl-Wy4 N1-N3
PEK_W03 |K1FTE W08, KIFTE_W22 S1NIN C1 Wy5, Wy6 N1-N3
PEK_W04 |K1FTE W08, KIFTE_W22 SI1NIN C1 Wy7-Wyl11l N1-N3
PEK_UO1 |K1FTE_UO06 C2 P1-P8 N1-N5
(umiejetnosci)
PEK_UO2 |K1FTE_UO06 C2 P1-P8 N1-N5
PEK_UO3 |K1FTE_UO06 C2 P1-P8 N1-N5
PEK_KO1 |K1FTE_KO0}K1FTE_KO06 C1,C2 Wyl-Wyl1l, N1-N5
(kompetencje) P1-P8
PEK_KO02 |K1FTE_KOXK1FTE_KO06 C1,C2 Wyl-Wy1l1, N1-N5
P1-P8

** _ wpisa¢ symbole kierunkowych/specjalémowych efektow ksztatcenia
*** - 7 tabeli powyzej




